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-Strahlung abgebende Halbleiteranord nung rni t hoher Strahlungsleistung" Die Erfindung betrifft eine 
Strahlung abgebende Halbleiteranordnung mit hoher Strahlungsleistung, aus einem zumindest an der der 
llalbleiteranordnun# zugewandten Oberflachenseite isolierenden Gehausesockel mit einer 
strahlungsdurchlassigen, die Halbleiteranordnung bedeckenden Kunststofflinse. 

Bei den bisher bekannten Strahlung abgebenden lialbleiteran- ordnungen wird beispielsweise eine GaAs- 
Diode auf einem Gehausesockel befestigt. Nach der Verbindung der Anschlusselektroden des 
Halbleiterkorpers mit den Gehausezufuhrungen wird das Halbleiterbaueleinent mit einem linsenformigen 
Abschluss versehen. Bei diesen Anordnungen ist die Strahlungsleistung bei Gleichstrombetrieb in der 
Segel auf 10 m beschrankt. Zwar kann durch die Wahl von Bauelementen mit grosserer Sperrschichtflache 
die Strahlungsleistung vergrossert werden, doch machen sich bei grpssflacigen Bauelementen zunehmend 
Instabilitaten bemerkbar.Ausserdem wachst die Strahlungsleistung in diesen Fallen nicht proportional mit 
dem zugaihrtell Strom an. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Halb- leiteranordnung anzugeben, die eine sehr 
hohe Strahlungsleistung aufweist und bei der thermische Instabilitaten vermieden werden. Diese Aufgabe 
wird bei einer Anordnung der eingangs beschriebenen Art erfindungsgemass dadurch gelost, dass auf dem 
Gehousesockel eine grossere Anzahl. von Strahlung abgebenden Halbleiterbauelementen angeordnet und 
diese Bauelemente entweder samtlich hintereinander geschaltet oder parallel zueinander geschaltet sind, 
und dass die llalb- leiterbauelemente so auf der Sockeloberflache angeordnet sind, dass keine oder nur 
geringfugige Strahlungsverluste auftreten. 

Da bei der Parallelschaltung von Lumineszenzdioden Stabilisierungswiderstande erforderlich sind, die 
zusatzliche Leistung aufnehmen, wird die Serienschaltung der Lumineszenzdioden bevorzugt. Thermische 
Instabilitaten werden bei der Serien- oder Reihenschaltung vermieden, da durch jede Diode zwangslaufig 
der gleiche Strom fliesst. Bei einer gleichsinnigen Reihenschaltung von beispielsweise neun GaAs-Dioden 
erhalt man eine Infrarot-Strahlungsleistung von ca. 500 IIW. An der Gesamtanordnung liegt dabei eine 
Spannung von 15 bis 20 V, und es fliesst ein Strom von ca. 0,5 bis 1 A. Die Strahlung leistung kann mit 
geeichten Solarzellen gemessen werden. 

Dabei wird jedoch die Gehausetemperatur mit beispielsweise 250C konstant gehalten. 



Abstract 
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Die GaAs-Dioden, die fur die erfindungsgemasse Anordnung in vorteilhafter Weise benutzt werden 
konnen, geben eine unsichtbare Infrarotstrahlung mit einer Wellenlange von 940 on ab. Um den Verlust 
von Strahlungsleistung zu vermeiden, mussen die Dioden moglichst im zentralen Bereich auf der 
Oberflache des Gehausesockels zusammengefasst werden. Der Gehausesockel weist meistens eine 
kreisformige Oberflache auf, so dass in diesem Fall die Leuchtdioden moglichst um den Mittelpunkt dieser 
Kreisflache herum gruppiert werden. Hierzu werden auf die Oberflache des Gehausesockels mehrere 
voneinander getrennte, metallisierte Flachenbereiche aufgebracht. Jeder Flachenbereich dient dann als 
Anschluss an eine Diode. Der andere Anschluss jeder Diode wird dann mit dem in der Reihenschaltung 
folgenden Flachenbereich elektrisch leitend verbunden. 

Die Erfindung und ihre weitere Vorteilhafte Ausgestaltung wird noch im weiteren anhand eines 
Ausfuiirungsbeispieles naher erlautert. 

Nach der Figur 1 besteht der Gehausesockel beispielsweise aus einer Kupferschraube 1 mit einer 
aufgesetzten Isolierstoffscheibe 2. Diese Isolierstoffscheibe besteht beispiels weise aus BeO. Die 
Kupferschraube dient als Warmesenkeafur die Halbleiteranordnung. Die Metallisierungen (6a,7 Fig. 2) auf 
der Oberflache der Isolierstoffscheibe 2 sind mit den in das Gehauseinnere fuhrenden 
Anschlusselektroden 4 und 5 verbunden. Der Sockel wird nach dem Einbau der Halbleiterbauelemente mit 
einer Linse 3 abgeschlossen, die aus durchsichtigem Kunststoffl beispielsweise Makrolon, besteht. Je 
nach der Form der Linse erhalt man unterschiedliche Offnungswinkel.Die bevorzugten Ausfiihrungsformen 
weisen Offnungswinkel von 80 bzw. 1400 auf. 

In der Figur 2 ist in einer Draufsicht die Oberflache sler Isolierstoffscheibe 2 dargestellt. Die Metallflachen 6 
sind um den Mittelpunkt der Scheibe gruppiert und bilden mit ihrer Anordnung drei Reihen und drei 
Spalten. Die erste Anschlussflache 6a ist vergrossert und dient zum Anschluss der Gehause- 
Anschlusselektrode 4. An dem der Anschlussflache 6a gegenuberliegenden Rand der Isolierstoffscheibe 
ist ausser dem eine zehnte Metallflache 7 vorhanden, die zum Anschluss an die z# < -eite Gehaus e-Ans 
chlunel ektrode 5 dient. Auf jede der nelul Metallflachen 5 ist eine GaAs-Diode 8 mit ihrer einen Elektrode 
unter Bildung eines ohmschen Kontaktes befestigt.Die andere Elektrode jeder Diode ist iiber einen diinnen 
Zuleitungsdraht 9 mit der nachfolgenden etallflache elektrisch leitend verbunden. Auf diese Weise werden 
alle Dioden gleichsinnig zueinander in Reihe geschaltet. Die letzte Diodenelektrode in der Reihenschaltung 
wird mit der Metallflache 7 verbunden. 

Die erfindungsgemasse Anordnung wird vorzugsweise mit Gleichstrom betrieben. Es hat sich aber gezeigt, 
dass auch ein Impulsbetrieb moglich ist. Im Impulsbetrieb konnte die Anord nung mit einem Strom bis zu 
6A belastet werden, und es ergab sich eine maximale Strahlungsleistung von 1.5W. Die Metallflachen 6 
bestehen beispielsweise aus Gold und werden nach einem der bekannten Verfahren auf die 
Isolierstoffscheibe aufgebracht. 

Ein besonderer Vorteil der oben beschriebenen Anordnung liegt in der gunstig gewahlten 
Betriebsspannung von 15 bis 20 V. 

Einzeldioden haben im Betrieb eine Duchlassspannung von bis 1,8 V. Um bei einem Einzelelement eine 
vergleichbare Strahlungsleistung zu erzielen, sind Gleichstjome von ca. 10 A notwendig. 

Wenn anstelle von GaAs ein Halbleiterkorper aus GaP oder GaAsP verwendet wird, erhalt man 
Diodenanordnungen, die Licht im sichtbaren Spektrum aussenden. 
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7)i) Strahlung abgebende Halbleiteranordnung mit hoher Strah lungsleistung, aus einem zumindest an der 
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strahlungsdurchlassigen, die llalbleSiteranordnung bedeckenden Kunststofflinse, dadurch gekennzeichnet. 
dass auf dem 

Gehausesockel eine grossere Anzahl von Strahlung abgebenden 

Halbleiterbauelementen angeordnet und diese Bauelemente ent weder samtlich hintereinander geschaltet 
oder parallel zueinan der geschaltet sind, und dass die Halbleiterbauelemente so auf der Sockeloberflache 
angeordnet sind, dass keine oder nur gering fugige Strahlungsverluste auftreten. 

2) Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass im zentralen Bereich auf der Oberflache 
des Gehausesockels mehrere metallisierte Flachenbereiche voneinander isoliert angeordnet sind, wobei 
auf jedem Flachentei) eine Lumineszenz 

Diode mit ihrer einen Elektrode befestigt ist, und ass alle 
Dioden in Reihe geschaltet sind. 

3) Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Reihenschaltung an ihren Endpunkten 
an die Gehausezuleitungen angeschlossen ist. 

4) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass im-zentr.llen 
Bereich der Sockeloberflache 9 metallisierte, drei Reihen und drei Spalten bildende Flachen angeordnet 
sind, die je eine Diode tragen. 

5) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dioden 
GaAs-Dioden sind, die Infrarot Licht abgeben. 
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"Strahlung abgebende Halbleiteranord- 
nung mit hoher Strr.hlungs lei stung" 



Die Erfindung betrifft eine Strahlung abgebende Halbleiter- 
anordnung mit hoher Stmhlungsleistung, aus eihem zumindest 
an der der Ilalbleiter anordnung zugewandten Oberflachenseite 
isolierenden Gehausesockel mit einer strahlungsdurchlassigen, 
die Halbleiteranordnung bedeckenden Kunststof f linse. 

Bei den bisher bekannten Strahlung nbgebenden Halblei teran- 
ordnungen wird beispielsweise eine GaAs-Diode auf einem Gehause- 
sockel befestigt. Nach der Verbindung der Anschluftelektroden 
des Halblei terkorpeis rait den GehausezufJihrungen wird das 
Halbleiterbauelement mit einem linsenformigen AbschluB ver- 
sehen. Bei diesen Anordnungen ist die Strahlungsleistung bei 
Gleichstrombetrieb in der Regel auf 10 mW bescbrankt. Zwar 
kann durch die Wahl von Bauelementen mit groflerer Sperrschicht- 
flache die Strahlungsleistung vergrbBert verden, doch machen 
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sich bei groBf lachigen Bauelementen zunehmend Instabilitaten 
bemerkbar, AuBerdera wachst die Strahlungsleistung in diesen 
Fallen nicht proportional mit dem zugc&hrten Strom an. 

Der Erf in dung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Halb- 
leiteranordnung anzugeben, die eine sehr hohe Strahlungs- 
leistung aufveist und bei der thermische Instabilitaten 
vermieden vrerdeii. Diese Aufgabe wird bei einer Anordnung 
der eingangs beschriebenen Art erf indungsgemaB dadurch ge- 
lost, daB auf dern Gehousesockel eine grofiere Aiizahl- von 
Strahlung abgebenden Halbleiterbaueleinenten angeordnet und 
diese Bauelemente entweder sanitlich hintereinander geschaltet 
Oder parallel zueinander geschaltet sind, und daft die Halb- 
leiterbauelemente so auf der Sockeloberf lache angeordnet sind, 
daB keine oder nur ger ingfugige Strahlurigsverluste auftreten. 

Da bei der Parallelschaltung von Lumineszenzdioden Stabili- 
sierungswiderstande erf orderlich sind, die zusatzliche Lei- 
stung aufnehmen, wird die Serienschaltung der lumineszenz- 
dioden bevorzugt. Thermische Instabilitaten warden bei der 
Serien- oder Reihenschaltung vermieden, da durch jede Diode 
zwangslaufig der gleiche Strom flieBt. Bei einer gleichsinni- 
gen Reihenschaltung von beispielsweise neun GaAs-Dioden erhalt 
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man eine Inf rarot-Strahlungslei stung von ca« 500 raV, An der 
Gesamtanordnung liegt dabe'i eine Spannung von 15 bis 20 V, 
und es flieBt ein Strom von ca. 0,5 bis 1 A, Die Strahlungs- 
leistimg kann mit geeichten Solarzellen gemessen werden. 
Dabei vird jedoch die Gehausetemperatur mit beispielsweise 
25°C lconstant gehalten* 

Die GaAs-Dioden, die fur die erf indungsgemaBe Anordnung in 
vorteilhaf ter Weise benutzt werden konnen, geben eine un- 
sichtbare Infrarotstrahlung mit einer Vellenlange von 9^0 i%ya 
ab« Um den Verlust von Strahlungsleistung zu vermeiden, mlinsen 
die Dioden raoglichst im zentralen Bereich auf der Oberflache 
des Gehausesockels zusammengcfasst werdcn* Der Gehausesockel 
weist meistens eine kreisformige Oberflache auf, so daB in 
diesem Fall die Leuchtdioden moglichst um den Mittelpunkt 
dieser Kreisflache herum gruppiert werden, Hierzu werden auf 
die Oberflache des Gehausesockels mehrere voneinander ge- 
trennte, metallisierte Flachenbereiche aufgebrac'ht. Jeder 
Flachenbereich dient dann als AnschluB an eine Diode* Der 
and ere AnschluB jeder Diode wird dann mit dem in der Reihen- 
schaltung folgenden Flachenbereich elektrisch leitend ver- 
b und en. 
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Die Erfindung und ihre weitere Vorteilhafte Ausgestaltung 
wird noch im weiteren anhand eines Ausfuhrungsbeispieles 
•naher erlautert. 

Nach dcr Figur 1 besteht der Gehause so cicely beispielsweise 
aus einer Kupferschraube 1 mit einer aufgesetzten Isolicr- 
stoffscheibe 2. Diese Isolierstof fscheibe besteht beispiele- 
weise aus BeO. Die Kupferschraube dient als Warmeseulce* fur 
die Halbleiteranordnung. Die Metallisierungen (6a, 7 Fig. 2) 
auf der Oberflache der Isolierstof fscheibe. 2 sind mit den 
in das Gehauseinnere fuhrenden Anschlufielektroden 4 und 5 
verbunden. Der Sockel wird nach dem Einbau der Halbleiterbau- 
elemente mit einer Linse 3 abgeschlossen, die aus durch- 
sichtigem Kunststoff , beispielsweise Hakrolon, besteht. Je 
nach der Form der Linse erhalt man unterschiedliche Offnungs- 
winkel. Die bevorzugten Aus f iihrung s f o rmen we i s en Offnungs- 
winkel von 80° bzw. ikO° auf. 

. In der Figur 2 ist in einer Draufsicht die Oberflache der 
Isolierstof fscheibe 2 dargestellt. Die Metallflachen 6 sind 
um den Mittelpunkt der Scheibe gruppiert und balden rait 
ihrer Anordnung drei Reihen und drei Spalten. Die erste 
AnschluBflache 6a ist vergroliert und dient zum Anschlufi 
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der Gehause-AnschluBelektrode 4» An dera der AnschluBflache 6 a 
gegeniiberliegenden Hand der Isolierstof fscheibe ist auBer- 
dem eine zehnte Metallflache 7 vorhanden, die zutu AnschluB 
an dio zweite Gehause-AnschluBelektrode 5 dient. Auf jede 
der neun • Metallflachen 6 ist eine GaAs-Diode 8 mit ihrer 
einen Elektrode unter Bildung eines ohraschen Kontaktes be- 
festigt. Die anderQ Elektrode jeder Diode ist iiber einen 
dttnnen Zuleitungsdraht 9 mit der nachfolgenden Metallflache 
elcktrisch leitend verbunden. Auf diese Weise werden alle 
Dioden gleichsinnig zueinander in Ileihe geschaltet. Die 
letzte Diodenelekti-ode in der Reiheiischaltung wird mit 
der Metallflache 7 verbunden. 

Die erfindungsgemaBe Anordnung wird vorzugsweiso mit Gleich- 
strom betrieben. Es hat sich aber gezeigt, daB auch ein 
Impulsbetrieb moglich ist. Im Impulsbetrieb konnte die Anord- 
nuns mit einem Strom bis zu 6A belastet werden, und es ergab 
sich eine maximale Stralilungslei stung von 1,5W. Die Metall- 
flachen 6 bestehen beispielsweise aus Gold und werden nach 
einein der bekannten Verfahren auf die Isolierstof fscheibe 
aufgebracht. . 

Ein besondercr Vorteil der oben beschriebenen Anordnung liegt 
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in der gunstig gewahlt-en Betriebsspanriung von . 15 bis 20 V, 
Einzeldioden haben im Betrieb eine Duchlalispannung von 1,4 bis 
1,8 V. Urn bei einem Einzeleleraent eine vergleichbare Strah- 
lungsleistung zn erzielen, sind Gleichst'rome von ca, 10 A 
notwendig. 

Wenn anstelle von GaAs ein Halbleiterlrorper aus GaP oder 
GaAsP verwendet wird, erbalt man Diodenanordnungen , die Licbt 
im sichtbaren Spektrum aussehden# • 
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Patentanspriiche 



1) y Strahlung abgebende Halbleiteranordnung mit hoher Strah- 
lungsleistung, aus einem zumindest an der der Halbleiteranord- 
nung zugewandten Oberf llichenseite isolierendon Gehausesoclcel 
und einer strahlungsdurchlassigen, die Halbleiteranordnung 
bedeckenden Kunststof flinse , dadurch gekennzeichnet s daB auf dem 
Gehausesockel eine groBsre Anzahl von Strahlung abgebenden 
Halbleiterbauelementen angeordnet und diese Bauelemente ent- 
weder samtlich hintereinander geschaltet oder parallel zueinan- 
der geschaltet sind, und dafi die Ilalbleiterbauelemente so. auf 
dex« Sockeloberflache angeordnet sind/ dafi keine oder nur gering- 
fiigige Strahlungsverluste auftreten. 

2) Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , dafi 
im 'zcntralen Bereich auf der Oberflache des Gehausesockels 
mehrere metallisierte Flachenbereiche voneinander isoliert 
angeordnet sind, wobei auf jedera FlachenteiJ eine Lumineszenz- 
Diode mit ihrer einen Elektrode befestigt ist, und dafi alle 
Dloden in Heihe geschaltet sind. 
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3) Anordnung nach Ansprucli 2, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Reihenschaltung an ihren Endpunkten an die Gehausezulei- 
tungen angeschlossen ist. 

k) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruohe, dadurch 
gekennzeichnet, daB inv zentrnlen Bereich der Sockeloberf lachc 9 
metallisierte, drei Reihen und drei Spalton bildende Flachen 
angeordnet sind, die je eine Diode tragen. 

5) Anordnung nach einem der vorangehenden Anspruche, dadurch 
'gekennzeichnet, daB die Dioden GaAs-Dioden sind, die Infrarot- 
Licht abgeben. 
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